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ABSTRACT
The unique structure and electronic properties of Bilayer Graphene 
Nanoribbon (BLG) such as long mean free path, ballistic transport and symmetrical 
band structure, promise a new device application in the future. Improving the 
modeling of BLG Field Effect Transistor (FET) devices, based on the quantum 
confinement effect, is the primary objective of this research. It presents an analytical
and numerical model for evaluating electrical properties of BLG devices in 
equilibrium (temperature is constant) and non-equilibrium states (for different 
temperatures). By developing the carrier statistic and carrier transport model, the 
current-voltage model of a BLG FET is established and evaluated. Using an 
analytical model, BLG carrier concentration and conductance in degenerate and non-
degenerate limits are explored. The carrier mobility and drain current (as a mean 
parameter of FET characteristic) are also being investigated. This research also 
presents a numerical implementation of the developed model. These models provide 
one with the chance to perform simulation in a reasonable amount of time, which is 
required for large-scale applications of device optimisations. MATLAB software is
used in the numerical methods which have been extensively applied for the study of
BLG FET behaviour. Comparison study of conductance, mobility and current-
voltage with published experimental data is presented and good agreements with the 
proposed models are reported. The presented model can be used in Technology 
Computer Aided Design tools to improve the performance of next generation nano-
devices. 
ABSTRAK
Struktur yang unik dan sifat-sifat elektronik Bilayer Graphene Nanoribbon 
(BLG) seperti pergerakan bebas, pengangkutan balistik dan struktur jalur simetri 
menjadikan bahan tersebut mempunyai potensi yang luas dalam applikasi peranti 
baru di masa hadapan. Memperbaiki model peranti BLG Transistor Kesan Medan 
(FET) berdasarkan kesan penghadan kuantum adalah objektif utama dalam 
penyelidikan ini. Ia mempunyai model analisis dan berangka untuk menilai sifat 
elektrik peranti BLG dalam keadaan keseimbangan (suhu adalah malar) dan 
ketidakseimbangan (untuk suhu yang berbeza). Dengan membangunkan pembawa 
statistik dan pembawa pengangkutan model, model arus voltan FET BLG dihasilkan 
dan diuji. Menggunakan model analitikal, BLG kepekatan pembawa dan kealiran 
dalam had merosot dan bukan merosot akan dikaji. Kebolehgerakan pembawa dan 
arus saliran semasa juga sedang disiasat. Kajian ini juga membentangkan 
pelaksanaan berangka model yang dibangunkan. Model-model ini menyediakan satu 
peluang untuk melaksanakan simulasi dalam jumlah masa yang munasabah, yang 
diperlukan dalam aplikasi besar-besaran bagi meningkatkan kualiti peranti secara 
optimum disamping mempunyai saiz yang kecil. MATLAB adalah perisian 
digunakan dalam kaedah berangka yang telah digunakan secara meluas untuk kajian 
BLG tingkah laku FET. Kajian perbandingan kealiran, kebolehgerakan dan voltan 
semasa dengan data eksperimen yang diterbitkan menunjukkan persamaan dan 
penyesuaian yang baik dengan model yang dihasilkan. Model ini boleh digunakan 
dalam Technology Computer Aided Design untuk meningkatkan prestasi peranti nano 
untuk generasi akan datang.
